BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.

Desain dan proses pembuatan transistor bipolar npn telah dilakukan. Dari hasil-
hasil pengukuran dan diskusi pada bab V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan-perbedaan untuk hasil perhifungan dan pengukuran dibandingkan
dengan hasil simulasi disebabkan karena pada simulasi program default-default
yang ada seperti temperatur, wafer silikon dan faktor lingkungan proses dalam
kondisi diidealkan. Dan simulasi seperti SUPREM II tidak membedakan jenis
dari difusi yang digunakan .

2. Arus base dari transistor yang diukur pada tegangan yendah di dominasi oleh
arus rekombinasi (n=2), yang disebabkan adanya pusat pusat rekombinasi yang
bisa disebabkan defect pada Si ataupun terjadi kontaminasi sewaktu proses.

B Untuk fegangan 0,4 Volt s/d 0,68 Volt disumbang oleh arus difusi dan arus

rekombinasi.

3. Harga § menjadi naik dengan bertambahnya tegangan dan PBrak terjadi pada
tegangan 0,60 Volt dan kemudian harga P menurun lagi dengan bertambahnya
tegangan Vg, Untuk Prak yang terjadi, didominasi oleh efisiensi emiter dengan
ditunjukkan pada n=1,7 yang merupakan .;mmbangan arus difusi dan arus

rekombinasi.
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4. Hasil transistor transistor yang di proses mempunyai perbedaan Perbedaan ini
karena pada proses difust titik fitik permmkaan wafer tidak mendapat femperatur
“yang sama sehingga menyebabkan konsentrasi ketidakmurnian tersebar tidak

merata

6.2 Saran

1. Dalam menggunakan bantuan simulasi komputer perlu diggunakan program
komputer yang lebih disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada.

2. Untuk dapat memperoleh Bmak dapat dilakukan dengan memperbesar harga
efisiensi emiter (mendekaﬁ harga 1) yang dapat dilakukan dengan
meningkatkan kondisi saai proses seperti keadaan tungku dan lingkungan
proses sehingga akan memperkecil defect-defect yang menyebabkan adanya

- pusat rekombinasi pada sambungan dengan demikdan arus base lebih

 diddominasi oleh afus difusi.






